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GaN is a useful device for the ultra-violet semiconductor laser. Generally, sapphire has been used for a 
substrate material of GaN. However, sapphire is not suitable for processing because of the large lattice 
mismatch between GaN and sapphire substrates. Sapphire is also more expensive than GaAs substrate.  
We try a new growth method of GaN-layer by annealing the GaAs substrate. The surface layer of 
GaAs(111)B wafers is converted into GaN by annealing at 770 ℃ for 10 min under NH3 gas flow. From the 
result of laser Raman measurements and Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS), GaN-layer is formed 
on the GaAs(111)B substrate . 















また、熱伝導率が GaAs や ZnSe に比べて大きく、電子の
飽和ドリフト速度も大きく、高温エレクトロニクス、耐
放射線デバイスなどへの応用も注目されている。 




単結晶を得ることは困難である。1969 年の VPE 法による
単結晶薄膜の作成につづき、1970年代初期の金属‐絶縁 
体‐半導体からなる３層構造の Metal – Insulater - 















使われる DVD の記録容量は 4.7GB であるが、この容量を
さらに上げるためにはレーザー波長を短くする必要があ
















































た。測定結果はそれぞれ 720℃で 15 分間アニールした試
料を図 1に示し、770℃で 10分間アニールした試料を図 2
に示す。 




















図 1 ラマンスペクトル(720℃、15 分間) 
 
 




pure-GaN の RBS のランダムスペクトルを図 3 に示す。
また、770℃で 10 分間アニールした試料の RBS のランダ






図 3 pure-GaNのランダムスペクトル 
 
 











表 1 GaNの微分散乱断面積と阻止断面積 
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上記の式より、GaN の阻止断面積は 7.26 [atoms / 







GaN = KGa εGaN + 
1
cosθ
 × εGaN(KGaE)     (2) 
          
[ε]N
GaN = KN εGaN + 
1
cosθ
 × εGaN(KNE)      (3) 
           
上 記 の 式 (2) よ り 、 [ε]Ga
GaN は 6.56 [atoms / 
(10-15atoms/cm2)]となる。また、式(3)より、[ε]N
GaNは 4.38 
[atoms / (10-15atoms/cm2)]となる。これらの結果と図 4
の Ga と N の散乱強度の比を取り、下記に示す式(4)に代
入し、GaNの組成比の決定を行った。また、計算について
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ここで、反射係数𝛼 = 1.18 × 105 [cm-1] であり、反射
率 R = 0.126 である。式(5)の計算結果より、GaNに対す








σ  微分散乱断面積 [eVcm2] 6.36×10－25 0.32×10－25
ε  阻止断面積 [atom/(10-15atoms/cm2)] 10.59 3.93




した試料の SEM 像を観察した。以下の図 5 に SEM 像を示
す。また、エネルギー分散型 X線分光器(EDS)による元素















図 5  SEM像(倍率：18000倍) 
 
 
図 6 EDSスペクトル 
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